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Beschreibung

Die Erfindung betrifit sinen Halblsiterspeicher
“+ " ar rechteckférmigen Chipfliche, wobei

< der Halbleiterspsicher Dekoderblécke, Peri-
pherieschaltungsbldcke,  Zellenfelder — mit
Wort- und Bitleitungen und eine von Zellen-
feldern freie Flache enthilt,

- die Zellenfelder zu vier rechteckigen Zellen-
feldbldcken zusammengefaBt sind,

- die Dekoderblocke jewsils an einander ge-
genlberliegenden Réndern von je zwei Zel-
lenfeldblécken angeordnet sind,

- die Peripherigschaltungsblticke innerhalb der
von Zellenfeldern freien Fliiche angeordnet
sind, und

- Anschiuipads zum Verbinden des Halbleiter-
speichers mit den Anschllissen eines Gehdu-
ses vorgesehen sind.

Die Entwicklung der Halbleiterspeicher ist in
den letzten Jahren stetig vorangegangen. War noch
vor wenigen Jahren der 256kBit-Chip Stand der
Technik, so werden heute schon die ersten 4MBit-
Chips bzw. 16MBit-Chips ausgeliefert. Jeder Gene-
rationswechse! der Halbleitersspeicher bedeutet
dabei sine Vervierfachung der Speicherkapazitét,
wobel die Chipfliche meist nur um maximai das
1,5-fache gréBer wird. Dies bedeutet, daB die
Strukturen des Hatbleiterspeichers so klein werden,
daR bei der Layouterstellung nachfolgend beschrie-
bene Bedingungen eingehalten werden milssen.

Die Speicherzellsn z.B. sines dynamischen
Halbleiterspeichers sind in Zellenfeldern an Kreu-
zungspunkten von Wort- und Bitleitungen angeord-
net. Jede Speicherzelie besteht aus einem Schalt-
transistor und einem Kondensator. Der Gatean-
schiuB aines jeden Transistors ist mit einer Wortlei-
tung verbunden. Der Kondensator einer Speicher-
zolle ist Uber die Laststrecke des Schalttransistors
mit je siner Bitleitung verbunden, Uber die Wortlei-
tungen wird nun eine Spalte eines Zellenfeldes
ausgewdhlt. Auf diese Weise werden den dieser
Spalte zugeordneten Bitleitungen die jewsiligen Ka-
pazititen der angesprochenen Zellen dieser Spalte
zugeschaltet. Eine erste Bedingung ist daher, daf
die Bitleitungen mdglichst kurz sind, um parasitdre
Effekte bedingt durch zusitzliche Leitungskapaziti-
ten zu vermeiden. Dies bedeutet, daB das Verhilt-
nis von Zellkapazitit zu Bitleitungskapazitdt zuzllg-
ich der Junctionkapazitit des Schaittransistors
méglichst groB sein muB. Dies ist bei kurzen Bitlei-
tungen gewahrleistet.

Eine Mdglichkeit, den Einflu der Bitleitungska-
pazitit zu verringern, besteht darin, Treiberstufen
zwischen sinzslne Zellenfelder zu schalten. Solche
Treiberstufen kdnnen aber nicht in beliebiger An-
zahl verwendst werden, da die GrGBe der Chipfla-
che durch die Gehdusegrbfe begrenzi ist. Eine
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weitere Bedingung ist, daB der Speicherchip mon-
tierbar sein muB, sowie daB die Lage der Pads zum
AnschiuB der Speicherchips an die Geh3usean-
schllisse die Bedingung der Bondbarkeit erflilen.

Aus der "IEEE INTERNATIONAL Solid-State
Circuits Conference 1989", Seiten 248 bis 248 und
Seiten 352 bis 355 ist ein hochintegrierter 16MBIt-
Chip bekannt, bei dem das Layout derart gestaltet
ist, daB die Pads am Chiprand lYiegen, daB die
Zellonfelder in vier einfachen Zellenschaltbl8cken
rechteckig angeordnet sind, daB die Dekoderbldcke
an einander gegenlberliegenden Réndern von je
zwei sinfachen Zellenfeldblcken zwischen den ge-
genliberliegenden  Dekoderblcken angeordnet
sind und daB die Peripherieschaltungsbicke paral-
lol zur kUrzeren Chipseite innarhalb der freten FI4-
che zwischen den gegenilberliegenden Dekoder-
hidcken und an den Rindern der Chipfliche ange-
ordnet sind,

In FIG 1 ist die Aufsicht auf einen 16MBit-
Halbleiterspeicherchip gem#B dem Stand der
Technik dargestelit. Auf der rechteckfGrmigen
Chipfliche 1 sind Zellenfeider 7 in vier einfachen
Zellenfetdbldcken 8 rechteckig angeordnet. Paraliel
zur kUrzeren Seite der einfachen Zellenfeldbldcke
8 sind zwischen den Zellenfeldern 7 Treiberstufen
6 angeordnet. An einander gegenilberliegenden
Rindern von je zwei einfachen Zellenfeldblécken 8
sind Dekoderblécke 2, 3 angeordnet. An den kir-
zeren Seiten der einfachen Zellenfeldbldcke 8 bef-
inden sich die Bitdekoder 3, und an der lingeren
Seite der einfachen Zellenfeldbibcke 8 befinden
sich die Wortdekoder 2. Die zwischen je zwei ein-
fachen Zellenfeldbidcken 8 liegenden Wortdekoder
2 bilden hier einen zusammenhéngenden Block,
wohingegen die freie Fliiche 4 zwischen den Bitde-
kodern 3 und die restliche um die sinfachen Zel-
lonfoldbldcke 8 lisgende freie Fliche 4 am Chip-
rand fUr Peripherieschaltungen genutzt werden
kann. An den beiden Rindern der lingeren Chip-
seite sind die AnschluBpads 5 angeordnet.

Diese Anordnung hat den Nachtsil, daB die
Leitungen zum Verbinden von Peripherieschaltun-
gen bzw. der AnschluBpads § und anderen Schal-
tungsbiécken sehr lang werden. AuBerdem kann
bei hoherer Integration die Linge der Wortleitun-
gen in einen kritischen Bereich zu groBer Wortlei-
tungstaufzeit kommen,

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anordnung
sines Halbleiterspaichers zu entwickeln, die einen
mdglichst kompakten Aufbau und eine minimale
Chipfiiche bei méglichst klsiner Wortleitungslauf-
zoit gewihrlaistet.

Diase Aufgabe wird bel dem eingangs genannten
Halblsiterspeicher dadurch gel&st, dai
- die Zellenfelder zu vier kombinierten Zellen-
feldblicken zusammengefaBt sind,
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- die vier Zellenfeidblicke an den Ecken der
Chipfiiche angeordnet sind,

- die von Zsllenfeidern freie Fldche zwischen
den gegentiberliegenden Dekoderbldcken
vorgesehen ist und

- daB die AnschluBpads innerhalb der von Zel-
lenfeldern freien Flache angeordnet sind,

Waiterbildungen der Erfindung sind Gegen-

stand der Untaranspriiche.
Im folgenden wird die Erfindung anhand der
Figuren 2 und 3 erldutert. Es zeigen dabei:

FIG 2 ein erstes Ausflhrungsbeispiel sines
erfindungsgem#Ben Halbleiterspei-
chers,

FIG 3 gin zweites Ausfllhrungsbeispiel eines
erfindungsgemiBen Haibleiterspei-
chers.

In FIG 2 ist die Aufsicht auf einen Halbleiter-
speicherchip mit der erfindungsgem&Ben Anord-
nung dargestellt. Hierbei handsit es sich um einen
64MBit-Halbleiterspeicherchip, bei dem nun vier
kombinierte Zelienfeldblécke 10 an den Ecken der
Chipfliche 1 angeordnet sind. Innerhalb sines kom-
binierten Zellenfeldblocks 10 sind vier einfache
Zellenfeldbldcke 8 rechteckig angeordnet, wobei
jeder dieser einfachen Zellenfeldblécke 8 einem
Zellenfeldblock & des in FIG 1 beschriebenen
16MBit-Halbleiterspeicherchips  entspricht. Inner-
halb eines kombinierten Zellenfeldblocks 10 ist pa-
rallel zu dessen lingeren Seite zwischen je zwei
sinfachen Zellenfeldblécken 8 eine Treiberstufe 9
angeordnet. Diese Treiberstufe 8 verstdrkt die Si-
gnale der Wortleitungen der einfachen Zellenfeld-
bicke 8. An den gegenlberliegenden Réndern
von je zwei kombinierten Zellenfeldbldcken 10 sind
wiederum die Dekoderblécke 2, 3 angeordnst, wo-
bei die Wortdekoderblicke 2 keinen zusammen-
hingenden Block bilden. Die flr die .Peripherie-
schaltungsblécke nutzbare freie Fliche 4 liegt hier
nur zwischen den Dekoderblécken 2, 3. Die An-
schiuBpads 5 sind parallel zu den Wortdekoder-
bldcken 2 und/oder paratiel zu Bitdekoderblécken 3
innerhalb dieser freien Fliche 4 angeordnet.

FIG 3 zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel
einer erfindungsgemiBen Anordnung anhand einer
Aufsicht auf einen Halbleiterspeicherchip. Dieser ist
im wesentlichen wie dar in FIG 2 gezelgte Halblei-
terspeicherchip aufgebaut. Es sind wiederum vier
kombinierte Zellenfeldbldcke 10 vorgesehen, wobsei
gin kombinierter Zellenfeldblock 10 wiederum vier
asinfache der aus FIG 1 bekannten Zellenfeldbldcke
8 enthilt. Diese sind hier nebensinander angeord-
net und gegeniiber den in FIG 1 und FIG 2 darge-
stefiten einfachen ZellenfeldblGcken 8 um 90° ge-
dreht. Die Anordnung der kombinierten Zsllenfeld-
bitcke 10 und der Dekoderbldicke 2, 3 entspricht
dabei der in FIG 2 gezeigten mit dem Unterschied,
daR die Bitdekoderbldcke 3 hier parallel zur lange-
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ren Seite der kombinferten Zellenteldblécke 10 lie-
gen. Die Wortdekoderblécke 2 liegen dementspre-
chend parallel zur klirzeren Seite der kombinierten
Zellenfeldblécke 10. Zwischen den ersten beiden
einfachen Zellenfeldbicken B und don latzten bei-
den einfachen Zellenfeldblécken 8 eines jeden
kombinierten Zellenfeldblocks 10 befindet sich je-
weils eine Traiberstufe @ flr die Wortleitungssigna-
lo. Die freie Fliche 4 und die Ancrdnung der
AnschluBpads 5 entspricht der in FIG 2 gezeigten.
Die in FIG 2 und FIG 3 gezeigte Anordnung
gewihrleistet kiirzere Verbindungen zwischen den
AnschluBpads 5 und den verschiedenen Schal-
tungsbldcken. Der EinfluB der Wortleitungsiénge
auf die Schaltzeiten wird durch Treiberstufen 9
verringert. Diase Anordnung ist nicht auf die An-
wendung in 64MBit DRAM-Speichern beschrénkt.

Patentanspriiche

1. Halbleiterspeicher mit einer rechteckf&rmigen
Chipflache (1), wobei

- der Halbleiterspeicher Dekoderblcke (2,
3), Peripherieschaltungsbidcke, Zellenfel-
der (7) mit Wort- und Bitleitungen und
sine von Zellenfeldern freie Fliche (4)
enthilt,

- die Zelenfelder (7) zu rechteckigen Zel-
lenfeldblécken (8) zusammengefat sind,

- die Dekoderblécke (2, 3) jewsils an ein-
ander gegenliberliegenden Rindern von
jo zwei Zellenfeldbiicken angeordnet
sind,

- die Peripherieschaltungsblécke innerhalb
der von Zellenfelden freien Fliche (4)
angeordnet sind,

- AnschluBpads (5) zum Verbinden des
Halblsiterspeichers mit den Anschllssen
eines Gehduses vorgesshen sind,

dadurch gekennzelchnet, daB

- die Zellenfeldblicke zu vier kombinierten
Zellenfeldbléicken {10) zusammengefaBt
sind,

- die vier kombinierten Zellenfeldbldcke
(10) an den Ecken der Chipfliche (1)
angeordnet sind,

- die von Zellenfeldern freie Fléche (4)
zwischen den gegenliberliegenden Deko-
derblécken (2, 3) vorgessehen ist,

- die AnschiuBpads (5) innerhalb der von
Zollenfeldern freien Fldche (4) angeord-
net sind.

2. Halbleiterspsicher nach Anspruch 1,
dadurch gekennzelchnet, daf
die Bitleitungssignale der Zellenfelder (7) ver-
stirkende Treiberstufen (6) zwischen den Zel-
lenfeldern (7) angeordnet sind.
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Halbleiterspeicher nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB

Treiberstufen (9), die die Wortleitungssignale
Ty Zellenfelder (7) verstdrken, zwischen den
. ellenfeldbldcken (8) angeordnet sind.

Halblsiterspeichar nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB

die Bitleitungssignale der Zellenfelder (7) ver-
stirkende Treiberstufen (6) zwischen den Zel-
tenfeldblécken (8) angeordnet sind.

Claims

Semiconductor memory having a rectangutar
chip surface (1}, in which

- the semiconductor contains decoder
blocks (2, 3), peripheral circuit blocks,
cell fislds (7) having word and bit lines,
and a surface area (4) free of cell fields,

- the cell fields (7) are combined to form
rectangular cell field blocks (8),

- the decoder blocks (2, 3) are arranged in
each case on mutually opposite edges of
two cell field blocks in each case,

- the peripheral circuit blocks are arranged
within the surface area (4) free of cell
fietds,

- terminal pads (5) for connecting the
semiconductor memory to the connec-
tions of a housing are provided,

characterized in that

- the cell field blocks are combined to
form four combined cell field blocks (10),

- the four combined cel field blocks (10)
are arranged at the corners of the chip
surface (1),

- the surface area (4) free of cell fields is
provided between the opposite decoder
blocks (2, 3),

- the terminal pads (5) are arranged within
the surface area (4) free of cell fislds.

Semiconductor memory according to Claim 1,
characterized in that driver stages {6} am-
plifying the bit line signals of the cell fields (7)
are arranged between the cell fields (7).

Semiconductor memory according to Claim 1,
characterized in that driver stages (9) which
amplify the word line signals of the cell fields
(7) are arranged between the celt field blocks

(8).

Semiconductor memory according to Claim 1,
characterized in that driver stages {6} am-
plifying the bit line signals of the cell fields (7)
are arranged between the cell field blocks (8).
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Revendications

Mémoire & semiconducteurs comportant une
surface rectangulaire de microplaquette (1),
dans laquelle

- Ja mémoire 4 semiconducteurs comporte
des blocs de décodeurs (2, 3), des blocs
de circuits périphériques, des zones de
cellules (7) comportant des lignes de
transmission de mots et des lignes de
transmission de bits, ot une surface (4)
ne comportant aucune zone de cellules,

- les zones de cellules (7) sont réunies
pour former des blocs rectangulaires (8)
de zones de cellules,

- les blocs de décodeurs (2,3) sont dispo-
sés respectivement contre des bords, si-
tués en vis-a-vis, de respectivement
deux blocs de cellules de zones de cel-
lules,

- les blocs de circuits périphériques sont
disposés a l'intérieur de la surface (4) ne
comportant aucune zone de cellules,

- des plots de connexion (5) sont prévus
pour relier la mémoire & semiconduc-
teurs aux bornes d'un bofter,

caractérisée par le fait que

- les blocs de zones de cellules sont réu-
nis pour former quatre blocs combinés
{10) de zones de cellules,

- les quatre blocs combinés (10} de zones
de cellules sont disposés aux angles de
la surface de microplaqusette (1),

- la surface (4), qui ne comporte aucuns
zone de cellules, est disposée entre les
blocs de décodsurs opposés (2, 3),

- les plots de connexion (5) sont disposés
4 I'intérieur de la surface (4} qui ne com-
porte aucune zone de cellule.

2. Mémoire 4 semiconducteurs suivant ta reven-

dication 1, caractérisée par le fait que des
étages d'attaque (6), qui amplifient les signaux
des lignes de transmission de bits des zones
de cellules (7), sont disposés entre les zones
de celtules (7).

Mémoire & semiconducteurs suivant la reven-
dication 1, caractérisée par le fait que des
étages d'attaque (9), qui amplifient les signaux
des lignes de transmission de mots des zones
de cellules (7), sont disposés entre les blocs
{8) de zones de csllules.

Mémoire A semiconducteurs suivant la reven-
dication 1, caractérisé par le fait que des éta-
ges d'attaque (B), qui amplifient les signaux
des lignes de transmission de bits des zones



de cellules (7}, sont disposés entre
{8) des zones de cellules.

EP 0 428 785 B1

les blocs

10

18

20

25

30

35

40

45

50

56



EP 0 428 785 B1

11 6 5.\
0 ] \'E___—; - .
717i6-1|7 3J 3y 7 717 1~6-17
7 8 z 5 \B
L - .
B 1 . }
3 3‘
o-5-80 0O — - ’ -

0

'\
—
[ )
(e
un i

\ L 1% § - —
3 1/
:mj[: :“ el 5 QS 3}}. it <
o— - q r5 P e e
0 &5 e BEE o gt
= - O T
g o g 3 e ~

g
\ lf l\ ] ‘:
— — -‘2 2"— IR 1
8 ;[B '; 8 8 : L
o580 0- - - 3 ¢ KO 58 — - -
T — =
| ' :
12 24




To.. PATENT OFFICE

PATENTS ACT 1§77 PATENTS FORM NO. 54/77

EILING OF TRANSL%;}QHMQP EUROPEAN
" ' (UK) UNDER SECTION 77(6)(a)

o~

P OART Gs

-\- "\\ e i - w‘“
L e

For official use only

Z0AVR "94H004D7270  PAT 54 77 UC 35.00

gL R A

PRI S N |
. e

Please write or type in BLOCK
LETTERS using dark ink. For
details of current fees

Please contact the Pacent Office

Enter the name and address of the
proprietor(s)} of the European
Patent (UK). If you do not have
enough space please continue on

a separate sheet.

Enter the date on which the mention
of the grant of the Eurcpean

Patent (UK) was published in the
European Patent Bulletin, or, if it
has not yet been published, the
date on which it will be published.

A UK Address for Service MOST
be provided to which all
commnications from the Patent
Office will be sent

Please sign here »

Attention is drawn to rules 90 and
106 of the Patents Rules 1982

This form must be filed in duplicate

and zust be accompanied by a

translation intc EZnglish in duplicate

of:

1) the whole description

2) those clainma appropriate to the UK
(in the language of the procesdings),

3) all drawings, vhethar or mot these
contain any textual matter

but excluding the fromt page vhich

conﬁiIi?“SIEElographic informatiom.

The transiation must be verified to the

satisfaction of the compitroller as

corresponding to the original text.

l. European Patent
Number :

0 428 785

/

/

2, Name Siemens Aktiengesellschaft

Address | TTTEISBACHERPLATZ 2
D-80333 MUNCHEN
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

3. European Patent Bulletin Date:

16 02 94
Day Month Year

4. Name of Agent (if amy)

Agent's Patent Office
ADP number (if known)

5. Address for Service
SIEMENS
INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., GR 89P8079E
ROKE MANOR ‘
OLD SALISBURY LANE

ROMSEY
HAMPSHIRE Postcode S0O5) OZN
6. Signature:
\((]'L Date: 18 04 04
Day Month Year
PP LATIONS LTD
Reminder

Have you attached

One duplicate copy of this ]
form

Two copies of the Vs
Translation

Any continuation sheets

(1f appropriate) O()g[ﬁﬂp

AV



GREAT BRITAIN ) IN THE MATTER OF an Application
ENGLAND ) for a Hong Kong Registration
LONDON ) Patent

I, Derek Ernest LIGHT BA BDU,

do hereby certify:

THAT I am a Technical Translator to RWS Translations Ltd., of
Europa House, Marsham Way, Gerrards C(Cross, Buckinghamshire,
England and known as such to the undérsigned Notary Public;
THAT I have a competent knowledge of the German and English
languages;

AND THAT, to the best of my knowledge and belief, the attached
document is a true and correct translation of the cover page of
the European Patent in the name of

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

granted under No. 0,428,785

Signed by DEREK ERNEST LIGHT )
For and on behalf of RWS Translations Ltd.)
This 2{p/4 day of June ) BQ\Q‘K

1995 )
' DEREK ERNEST LIGHT

I hereby certify the authenticity of the above signature of
DEREK ERNEST LIGHT whose identity I attest.

London, the Zb/{ day of June 1995

_——//
NOTARY PUBLIC OF LONDON ENGLAND




European Patent Office

19 European Patent Office 11  Publication No.: 0 428 785 Bl
European Patent Office
12 EUROPEAN PATENT SPECIFICATION
45 Date of publication of the 51  Int. C1.%: GIC 5/02, G11C 11/408,
patent specification: 16.02.94 G11C 11/409
21 Application No.: 89121736.6
22 Filing date: 24.11.89
b4 Semiconductor memory.
{Title as printed}
43 Date of publication of the 73 Patent proprietor: SIEMENS
agp11cation: AKTIENGESELLSCHAFT
29.05.91 Bulletin 91/22 Wittelsbacherplatz 2
D-80333 Munich(DE)
45 Publication of the notice 72 Inventor: Dipl.-Ing. Matthias
of the patent grant: Christoph Utesch
16.02.94 Bulletin 94/07 Martinsreuther Strasse 39
D-B670 Hof/Saale(DE)
Inventor: Dr.-Ing. Martin Peisl
84 Designated contracting States: Rohdestrasse 4
AT DE FR GB IT NL D-8000 Munich 60(DE)
56 Cited documents:

EP-A- 0 130 798
US-A- 4 796 224

IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS,
volume SC-19. No. 5, October 1984,
pages627-633. 1EEE, New York, US;

J. YAMADA et al.: "A submicron

1 Mbitdynamic RAMwith a 4-bit-at-a-time
built-IN ECC circuit”

EP 0 428 785 B1

Note: Within nine months from the publication of the notice of the grant of the European patent in the
European Patent Bulletin, any person may lodge opposition to the granted Euroﬁean atent at the European
Patent Office. The opposition shall be filed in writing and the grounds thereof shall be stated. It
shall be deemed to have been filed only when the opposition fee has been paid (Art. 99(1} of the

European Patent Convention).

Rank Xerox (UK) Business Services
(3.10/3.09/3.3.3)




PATENTS ACT 1977

and

PATENTS (AMENDMENT) RULES 1987

I, Kay Anne McBURNEY, M.A.,

translétor to Randall Weoolcott Services plc of Europa House,
Marsham Way, Gerrards Cross, Buckinghamshire, England, hereby
declare that I am conversant with the German and English
languages and that to the best of my knowledge and belief the
accompanying document is a true translation of the text on which
the European Patent Office intends to grant or has granted
European Patent No. 0,428,785

in the name of SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Signed this 8th day of April 1994.

/, 44 I»L’I’C"/_g

K. A. McBURNEY

For and on behalf of RWS Translations Ltd.



10

15

20

25

30

35

-1 - 0428785

The invention relates to a semiconductor memory
on a rectangular chip surface, in which
- the semiconductor memory contains decoder blocks,

peripheral circuit blocks, cell fields having word
and bit lines, and a surface area free of cell
fields,

- the cell fields are combined to form four rectangu-
lar cell field blocks,

- the decoder blocks are arranged in each case on
mutually opposite edges of two cell field blocks in
each case,

- the peripheral circuit blocks are arranged within
the surface area free of cell fields, and

- terminal pads for connecting the semiconductor
memory to the connections of a housing are provided.

There has been steady progress in the development
of semiconductor memories in recent years. While the
256 kbit chip was state of the art just a few years ago,
today the first 4 Mbit chips and 16 Mbit chips are
already being shipped. Each new generation of semiconduc-
tor memories represents a quadrupling of the memory
capacity here, although the chip surface usually
increases by a maximum of only 1.5 times. This means that
the structures of the semiconductor memory are becoming
so small that the conditions described below must be
adhered to when designing the layout.

The memory cells of, for example, a dynamic
semiconductor memory are arranged in cell fields at
intersections of word and bit lines. Each memory cell
comprises a switching transistor and a capacitor. The
gate terminal of each transistor is connected to. a, word
line. The capacitor of a memory cell is connected to one
bit line in each case.via the lcad path of the switching
transistor. A column of a cell field is then selected via
the word lines. The respective capacitances of the cells
of said column addressed are connected through in this
way to the bit lines associated with said column. A first
condition is therefore that the bit lines are as short as
possible in order to avoid parasitic effects due to
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additional line capacitances. This means that the ratio
of cell capacitance to bit line capacitance plus the
junction capacitance of the switching transistor must be
as high as possible. This is ensured with short bit
lines.

One way of reducing the influence of the bit line
capacitance is to connect driver stages between individ-~
ual cell fields. It is not, however, possible to use any
number of such driver stages since the size of the chip
surface is limited by the size of the housing. A further
condition is that it must be possible to mount the memory
chip, and also that the position of the pads for connect-
ing the memory chips to the housing terminals fulfil the
condition of bondability.

Known from the “IEEE INTERNATIONAL Solid~State
Circuits Conference 1989", pages 246 to 249 and pages 352
to 355, is a large-scale integrated 16 Mbit chip, in
which the layout is designed in such a way that the pads
are situated at the edge of the chip, that the cell
fields are arranged in four single cell circuit blocks in
the form of a rectangle, that the decoder blocks are
arranged between the opposite decoder blocks on mutually
opposite edges of two single cell field blocks in each
case, and that the peripheral circuit blocks are arranged
parallel to the shorter chip side within the free area
between the opposite decoder blocks and at the edges of
the chip surface.

Fig. 1 shows the plan view of a 16 Mbit semicon-
ductor memory chip according to the prior art. Cell
fields 7 -are arranged in four single cell field blocks 8
in the form of a rectangle on the rectangular: chip
surface 1. Driver stages 6 are arranged between the cell
fields 7 parallel to the shorter side of the single cell
field blocks 8. Decoder blocks 2, 3 are arrénged on
mutually opposite edges of two single cell field blocks
8 in each case. The bit decoders 3 are located on the
shorter sides of the single cell field blocks 8, and the
word decoders 2 are located on the longer side of the
single cell field blocks 8. The word decoders 2 situated
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between two single cell field blocks 8 in each case form
a contiguous block here, whereas the free surface area 4
between the bit decoders 3 and the remaining free surface
area 4 at the edge of the chip situated around the single
cell field blocks 8 can be used for peripheral circuits.
The terminal pads 5 are arranged on the two edges of the
longer chip side.
This arrangement has the disadvantage that the
lines for connecting peripheral circuits, or the terminal
pads 5 and other circuit blocks respectively, become very
long. In addition, with larger scale integration, the
length of the word lines can result in a long word line
transit time in a critical area.
The object of the invention is to develop an
arrangement of a semiconductor memory which ensures as
compact a design as possible and a minimum chip surface
with the shortest possible word line transit time.
This object 1is achieved in the semiconductor
memory mentioned at the beginning, in that
- the cell fields are combined to form four combined
cell field blocks,

- the four cell field blocks are arranged at the
corners of the chip surface,

- the surface area free of cell fields is provided
between the opposite decoder blocks, and

- that the terminal pads are arranged within the
surface area free of cell fields.

Further developments of the invention form the
subject-matter of the subclaims.

The invention will be explained below with
reference~to Figures 2 and 3, in which:

FIG 2 shows a first exemplary embodiment of a semicon-

| ductor memory according to the invention, and

FIG 3 shows a second exemplary embodiment of a semicon-
ductor memory according to the invention.

FIG 2 shows the plan view of a semiconductor
memory chip with the arrangement according to the inven-
tion. This chip is a 64 Mbit semiconductor memory chip,

in which four combined cell field blocks 10 are now
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arranged at the corners of the chip surface 1. Four
single cell field blocks 8 are arranged in the form of a
rectangle within a combined cell field block 10, each of
said single cell field blocks 8 corresponding to a cell
field block 8 of the 16 Mbit semiconductor memory chip
described in FIG 1. A driver stage 9 is arranged within
a combined cell field block 10 parallel to its longer
side between two single cell field blocks 8 in each case.
Said driver stage 9 amplifies the signals of the word
lines of the single cell field blocks 8. In turn, the
decoder blocks 2, 3 are arranged on the opposite edges of
two combined cell field blocks 10 in each case, the word
decoder blocks 2 forming no contiguous block. In this
case the free surface area 4 that can be used for the
peripheral circuit blocks is situated only between the
decoder blocks 2, 3. The terminal pads 5 are arranged
parallel to the word decoder blocks 2 and/or parallel to
bit decoder blocks 3 within said free surface area 4.
FIG 3 shows a further exemplary embodiment of an
arrangement according to the invention with reference to
a plan view of a semiconductor memory chip. The latter is
substantially constructed like the semiconductor memory
chip illustrated in FIG 2. Again four combined cell field
blocks 10 are provided, a combined cell field block 10
again containing four single cell field blocks 8 known
from FIG 1. The latter are arranged here next to one
another and are rotated by 90° with respect to the single
cell field blocks 8 shown in FIG 1 and FIG 2. The ar-
rangement of the combined cell field blocks 10 and the
decoder blocks 2, 3 corresponds here to the one shown in
FIG 2, with the difference that the bit decoder blocks 3
are situated here pafallel to the longer side of the
combined cell field blocks 10. The word decoder blocks 2
are accordingly situated parallel to the shorter side of
the combined cell field blocks 10. A driver stage 9 for
the word line signals is located in each case between the
first two single cell field blocks 8 and the last two
single cell field blocks 8 of each combined cell field
block 10. The free surface area 4 and the arrangement of
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the terminal pads 5 correspond to that shown in FIG 2.

The arrangement shown in FIG 2 and FIG 3 ensures
shorter connections between the terminal pads 5 and the
various circuit blocks. The influence of the word line
length on the switching times is reduced by driver stages
9. This arrangement is not restricted to application in
64 Mbit DRAM memories.
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Patent claims

1. Semiconductor memory having a rectangular chip

surface (1), in which

- the semiconductor memory contains decoder blocks (2,
3), peripheral circuit blocks, cell fields (7)
having word and bit lines, and a surface area (4)
free of cell fields,

- the cell fields (7) are combined to form rectangular
cell field blocks (8},

- the decoder blocks (2, 3) are arranged in each case
on mutually opposite edges of two cell field blocks
in each case,

- the peripheral circuit blocks are arranged within
the surface area (4) free of cell fields,

- terminal pads (5) for connecting the semiconductor
memory to the connections of a housing are provided,

characterized in that

- the cell field blocks are combined to form four com-
bined cell field blocks (10},

- the four combined cell £field blocks (1l0) are
arranged at the corners of the chip surface (1),

- the surface area (4) free of cell fields is provided
between the opposite decoder blocks (2, 3),

- the terminal pads (5) are arranged within the
surface area (4) free of cell fields.

2. Semiconductor memory according to Claim 1,

characterized in that driver stages (6) amplifying the

bit line signals of the cell fields (7) are arranged

between the cell fields (7).

3. Semiconductor memory according to Claim 1,

characterized in that driver stages (9) which amplify the

word line signals of the cell fields (7) are arranged

between the cell field blocks (8}.

4. Semiconductor memory according to Claim 1,

characterized in that driver stages (6) amplifying the

bit line signals of the cell fields (7) are arranged

between the cell.field blocks (8).



List of reference symbols

= Chip surface

= Word decoder block

= Bit decoder

= Free surface area

Terminal pad

= Driver stage for bit lines
= Cell field

= Single cell field block

= Driver stage for word lines
Combined cell field block
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